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Курс

Семестр

Виды занятий

Самостоятельная работа (академ, часов) З24

Всего (академ. часов) З24

Вид промежуточной аттестации

Госуларственный экзамен

Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификацион-

ной работы (диссертации)

Рабочая программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и

одобрена на заседании кафелры МНЭ 2З.01.20|7 , протокол J\Ъ 1.

Рабочая программа рассмотрена и олобрена учебно-методической комис-

сией факультета электроники Т/.0|.2017 , протокол JЪ 1 .
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АННОТАЦИЯ

госудАрствЕннной итоговой дттвстАции

Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный

экзамен и представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Госуларственная итоговая аттестация является заключительным этапом

освоения основной профессиональной образовательной программы.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

стандарта.

SUMMARY

STATE FINAL EXAMINATION

The state Гrпа1 attestation includes the state examination and defense of the

scientific-qualification work. The State final attestation is the last mastering stage of

the basic professional educational рrоgrаm.

The training level of graduates tЬr реrtЬrmапсе ot'their profbssional tasks and

compliance of their training with the requirements of the State Standard аrе assessed

in the course оf the state final attestation.



цЕли и зАдАчи госудАрствЕннной итоговой АттЕстАции

Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандар-

та.

Госуларственный экзамен демонстрирует уровень теоретической подго-

товки выпускника.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертачии) демонстрирует уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует государст-

венная итоговая аттестация, приведен в матрице компетенций' прилагаемой к

ооп.
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мЕсто госудАрстввннной итоговой дттЕстАции

В СТРУКТУРЕ ООП

Госуларственная итоговая аттестация осуrцествляется после освоения об-

разовательной программьi в полном объеме и имеет целъю закрепление про-

фессиональных знаний и практических навыков ведения самостоятельной

научно-исследовательской, производственно-технологической и организацион-

но-управленческой работы, полученных аспирантами в процессе обучения.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

подготовки требованиям

стандарта.

профессиональных задач и соответствия его



содвржАниЕ госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с

<Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры,

программ ассистентурьi-стажироt]ки), у,t,вер)ltленным iiрлritазопr tViиHotji,,iiayi(|t

России от 18 марта 2016 г J{s 227 .

К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуаJIьный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образования.

Госуларственный экзамен проводится как междисциплинарный или по

отдельным дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее

значение для профессиональной деятелъности выпускников (перечень вопросов

к государственному экзамену - приложение 1). Перед проведением государст-

венного экзамена проводится консультирование аспирантов по вопросам,

включенным в программу эl(заý,Iсuа (пpc7_1]i(зi.it',ic:lilLliluii]li"lri l{oJlc)/-llъ,ilil1ll;:). i',

став государственной экзаменационной комиссии и порядок ее работы опреде-

ляются <Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординату-

ры, программ ассистентуры-стажировки>. Государственный экзамен проводит-

ся устно.

Результаты государственного экзамена определяются оценками ((отлич-

но)), ((хорошо)), (удовлетворительно)>, (неудовлетворительно>>. Оценки (отлич-

но)), ((хорошо)), (удовлетворительно)) означают успешное прохождение госу-

дарственного аттестационного испытания. Резулътаты государственного экза-

мена объявляются в день его проведеFILтя.
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Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой логиче-

ски завершённую разработку, направленную на решение задачи в соответствии

с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО, обла-

даюLцую внутренним единством составных элементов. Она может иметь ком-

плексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные для различ-

ных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника

к самостоятельному решению профессиональных задач.

Тематика НКР должна соответствовать специфике подготовки, быть ак-

туальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. Те-

ма НКР определяется выпускаюrцей кафедрой.

НКР основывается на результатах, полученных в период обучения по об-

разовательной программе.

Правила оформления доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационноЙ работы <Требованиями к оформлению доклада об

основных результатах

принятыми в СПбГЭТУ.

подготовленной научно-квалификационной работы>>,

Аспирант несёт личную ответственность за достоверность полученных

им результатов и выполнение сроков календарного плана.

Пр, представлении доклада об основных результатах подготовленной

НКР аспирант должен показать глубокие знания проблематики, самостоятель-

ность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и

защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеюtциеся знания при об-

суждении актуальных проблем, связанных с темой НКР.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ноЙ НКР оценивается Государственной экзаменационной комиссией с учетом

мнения научного руководителя и рецензента по следуюшим параметрам: со-

держание и оформление работы; уровень доклада; trоследовательность работы

над НКР.Для оценки содержания необходимо учитывать: соответствие работы

требованиям ФГОС ВО, полноту охвата исаледуемой проблемы, глубину ана-

лиза и умение методически грамотно выносить на защиту материалы НКР. Ре-
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зультаты представления доклада об основных результатах подготовленной НКР

определяются оценками (отлично)), (хорошо)), (удовлетворительно), (неудов-

летворительно>). Оценки ((отлично)>, (<хорошо)), (удовлетворительно) оЗначаЮТ

успешное представление доклада об основных результатах подготовленной

нкр.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образованиИ и О

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки

Российской Федерации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

итоговой дттЕстАции

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для проведения государственной итоговой аттестации

ень ресурсов информа

iое-еrц. / шс t-#-zll ty- / tr
tучебуЬй лйтературы / Т.В. Кис
ционйо-телекоммуникационной сети

J\ъ
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)
Основная литература

1

Глинский Г.Ф. Полупроводники и полупроводниковые
цаноструктуры: симметрия и электронные состояния.
СПб, <<Технолип>, 2008. З24 с.

8 94

2
Глинский Г.Ф. IVIетоды теории групп в квантовой
механике. СПб, Из-во СПбГЭТУ (ЛЭТИ>>,20]12.200 с.

8 10

,,
J

Нанотехнология: физика, процессы,диагностика,
приборы/ Под ред.Лучинина В.В., Таирова Ю.М.
М.:ФИЗМАТЛИТ, 200б. 552 с.

8 5с

4 Щрагунов В.П.', Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы
наноэлектроники. VI.: Логос.,2006.494 с. .

8 10

)/la^ 1И€Ц,{/ JaB. отделом

п,,-р

ы Т.В. Киселева

<<Интернет>>, используемых для государствен ной итоговой аттестации

JVq Электронный адрес

1

зttр : //l ib go st. ru/gost/2 5 - G О S Т _7 _З2 _200 1 . html
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информаrlпи,, библиотечному и из-

цательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления.

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специализированного нЕIзначения, а также информаци-

онные справочные системы) и

при государственной итоговой

материально-техническая

аттестации, соответствуют

база, используемые

требованиям феде-

рutльного государственного образовательного стандарта высшего образования.
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Список экзаменационных вопросов

1. Общая классификация полупроводниковых материалов и

устройств на их основе.

2. Гильбертово tIространство состояний квантовой системы.

З. Векторы состояний.

4. Сопряженное пространство.

5. Скалярное произведение векторов.

6. Эрмитовы и унитарные операторы.

7. Операторы физических величин.

В. Унитарные преобр€Iзования в пространстве состояний.

9. Ортонормированный базис.

10. Условия полноты базиса.

11. Проекции состоянийнабазис.

|2. Матричноепредставлениеоператоров.

13. НестационарноеуравнениеШредингера.

1,4. Гамильтониан квантовой системы.

15. Стационарные состояния.

16. Стационарное уравнение Шредингера в произвольном базисе.

|7. Матричный гамильтониан и волновая функция.

18. Измерения в квантовой механике.

19. Коорлинатное и импульсное представления уравнения

Шредингера.

20. Группа симметрии гамильтониана и классификация

вырожденных электронных состояний.

2l. Теорема Вигнера.

22. Расщепление вырожденных энергетических уровней при

понижении симметрии.

Lэ.

24.

Закон преобразование операторов физических величин.

Правила отбора для матричных элементов.



25. Теорема Вигнера-Эккарта.

з4.

35.

26. Эффективный гамильтониан квантовой системы.

27. Метод инвариантов.

28. Спин и спинорные представления.

29. Зоннаяструктуракубическихполупроводников.

З0. Правила отбора для оптических переходов.

З1. Щисперсия электронов и дьiрок вблизи точек высокой

симметрии.

З2, Кр-теория возмущений.

ЗЗ. Построениекр-гамильтониановметодоминвариантов.

Приближение эффективной массы.

Примесные и экситонные состояния в полупроводниках.

36. Классификацияполупроводниковыхгетероструктур.

З7. Гетероструктуры 1-го и 2-го типов.

38. Структуры с одиночной и множественными квантовыми

ямами.

З9. Квантовые проволоки, квантовые точки и сверхрешетки.

40. Сверхрешетки на основе ((антинитей>> и ((антиточек).

4|. Полупровдниковые нанокрист€LIIлы.

42. Эффективные kр-гамильтонианы для электронов и дырок в

наногетероструктурах на основе прямозонных

полупроводников,

4З. Метод инвариантов.

Приближение эффективной массы и поправки к нему.

Уравнение Шредингера для электронов и дырок в узельном и

k-представлениях.

46. Переход к дифференциальному уравнению для огибающей

волновой функции в координатном представлении.

47. Наногетероструктуры на основе прямозонных и

непрямозонных полупроводников.

44.

45.



48. Междолинноесмешиваниеэлектронныхсостояний.

49. Эффективные гамильтонианы для электронов и дырок в

гетероструктурах на основе кубических полупроводников

АЗв5.

50. Метод инвариантов.

51.

52.

Учет спина и спин-орбитального взаимодействия.

Спиновые интерфейсные эффекты.

5З. Учет механических напряжений и пьезоэлектрического поля.

54. Структуры с одиночными и множественными Al*Ga1_*As/GaAs-

квантовыми ямами.

55. Энергетический спектр и волновые функции носителей заряда.

56. Влияние внешнего электрического поля.

57 . Аl*Gаl-rАs/GаАs-сверхрешетки.

58. Зонная структура и волновые функции.

59. GaAs/InAs-KBaHToBыe ямы, проволоки и точки.

б0. Энергетический спектр и волновые функции носителей заряда

в кубических и пирамидальных GаАs/IпАs-квантовых точках.

61. Квантовые точки произвольной формы.

62. Структуры с одиночными и множественными In"Ga1_-N/GaN-

квантовыми ямами.

бЗ. Влияние пьезоэлектрического поля на энергетический спектр

и волновые функции носителей заряда.

64. Легированные наногетероструктуры.

65. Энергетический спектр и распределение потенциала в

структурах с одиночной и множественными GaAs/InAs-

квантовыми ямами в приближение Хартри.

66. Влияние температуры и внешнего электрического поля на

пространственное распределение носителей в структурах с

GaAs/InAs- квантовыми ямами.



67. Перспективы развития полупроводниковой опто-и

наноэлектроники.


